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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線のビームを供給する照明システムと、放射線ビームの断面にパターンを与えるよ
うに構成されたパターニング構造を支持する支持構造と、基板を支持する基板支持と、パ
ターン化されたビームを基板の目標部分に投影する投影システムとから成るリソグラフィ
装置において、
　該照明システムは極紫外線を生成する放射線生成システムを配備し、該放射線生成シス
テムで極紫外線生成の副生成物として作りだされる粒子はほとんど粒子移動方向に移動し
、
　該照明システムは極紫外線を収集する放射線収集システムを配備し、該放射線収集シス
テムは粒子移動方向と大きく異なる収集方向に放射する極紫外線を収集するように調整さ
れており、
　該放射線収集システムは、該収集方向に放射された極紫外線を該放射線生成システムの
軸方向にほぼ平行な方向に反射するリング形状ミラーを備えていることを特徴とするリソ
グラフィ装置。
【請求項２】
　前記放射線生成システムは、前記放射線生成システムの軸方向にほぼ従う電界を生成す
る、反対に帯電可能な２つの電極を配備することを特徴とする請求項１に記載のリソグラ
フィ装置。
【請求項３】
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　前記収集方向は前記放射線生成システムの放射方向であることを特徴とする請求項１に
記載のリソグラフィ装置。
【請求項４】
　前記電極の少なくとも１つはほぼリング形状をなし、各該リング形状電極の軸は、前記
放射線生成システムの軸方向とほぼ一致することを特徴とする請求項２に記載のリソグラ
フィ装置。
【請求項５】
　前記放射線収集システムは放射線の投影ビーム供給する光学システムを配備することを
特徴とする請求項１に記載のリソグラフィ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リソグラフィ装置、照明システム、およびＥＵＶ放射線の投影ビームを供給
する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　リソグラフィ装置は基板の目標部分に所望のパターンを与えるマシンである。リソグラ
フィ投影装置は例えば、集積回路（ＩＣ）の製造において使用可能である。この状況にお
いて、マスクといったようなパターニング構造はＩＣの個々の層に対応する回路パターン
を生成するために使用される。そして、放射線感光材料（レジスト）の層を有する基板（
例えばシリコンウェハ）上の目標部分（１つまたは複数のダイの部分から成る）にこのパ
ターンを結像することが可能である。一般的に、シングル基板は、順次露光される近接目
標部分のネットワークを含む。既知のリソグラフィ装置には、全体パターンを目標部分に
１回の作動にて露光することにより各目標部分が照射される、いわゆるステッパと、所定
の方向（「スキャニング」方向）にパターンを放射線ビーム下で徐々にスキャニングし、
これと同時に基板をこの方向と平行に、あるいは非並行にスキャニングすることにより各
目標部分が照射される、いわゆるスキャナーとが含まれる。
【０００３】
　リソグラフィ装置は例えば放射線の投影ビームを供給する照明システムを配備する。極
紫外（ＥＵＶ）線システムにおいて、一般に照明システムは極紫外（ＥＵＶ）線を生成す
る放射線生成システム、および放射線生成システムにより生成されたＥＵＶを収集する放
射線収集システムを含む。
【０００４】
　放射線生成システムの例にはレーザ生成プラズマソースおよび放電プラズマソースが含
まれる。通常レーザ生成プラズマソースはレーザが当たるガスといったような物体から成
る。これは、粒子すなわちデブリ粒子と呼ばれる望ましくない粒子を作りだすだけでなく
、例えばＥＵＶ光といった二次放射を生ずる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　照明システムを使用している間、一般にＥＵＶ放射線生成の副生成物として作り出され
る粒子が放射線収集システムに入り、汚濁や汚染を生ずる。粒子が高速度である場合、粒
子によって放射線収集システムに損傷が生じる。放射線収集システムに関して、「下流」
にある照明システムの他の部分がこれら高速粒子の存在かつ／あるいは衝突に悩まされる
可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この仕様において、デブリ粒子は、原子あるいはイオンの大きさから、ミクロサイズ粒
子までの、イオン、中性粒子（高速と低速の両方）を含むことが理解されよう。
【０００７】
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　本発明の実施形によれば、これら粒子によって生じる問題にそれほど影響を受けないリ
ソグラフィ装置を提供することである。
【０００８】
　特に、本実施形態は、放射線の投影ビームを供給する照明システムを配備するリソグラ
フィ装置、かつそうした照明システムに関連する。一般的にそのような照明システムは極
紫外（ＥＵＶ）線と、ほぼ粒子移動方向に移動する粒子を副生成物として生成する放射線
生成システムを配備する。照明システムはまた極紫外（ＥＵＶ）線を収集する放射線収集
システムを配備する。
【０００９】
　本発明の実施形態の態様に従って、放射線の投影ビームを供給する照明システムと、投
影ビームの断面にパターンを与えるパターニング構造を支持する支持構造と、基板を保持
する基板テーブルと、パターン化されたビームを基板の目標部分に投影する投影システム
とから成るリソグラフィ投影装置を提供する。照明システムは極紫外（ＥＵＶ）線を生成
する放射線生成システムと、極紫外（ＥＵＶ）線を収集する放射線収集システムとにより
構成される。放射線生成システムは、ほぼ粒子移動方向に移動する粒子を副生成物として
生成する。放射線収集システムは、ほぼ収集方向に放射する極紫外（ＥＵＶ）線を収集す
るよう十分な調整がなされている。収集方向は粒子移動方向と大きく異なる。
【００１０】
　本発明のまた別の実施形態の態様に従い、放射線のビームを供給する照明システム、お
よびパターニング構造を支持する支持構造を具備するリソグラフィ装置を提供する。パタ
ーニング構造は放射線ビームの断面にパターンを与えるように構成されている。該装置は
また、基板を支持する基板支持と、パターン化されたビームを基板の目標部分に投影する
投影システムとを含む。照明システムは極紫外線を生成する放射線生成システムと、極紫
外線を収集する放射線収集システムとを備える。極紫外線生成の副生成物として作り出さ
れる粒子はほぼ粒子移動方向に移動する。放射線収集システムは、粒子移動方向とかなり
異なる収集方向に放射する極紫外線を収集するように調整される。
【００１１】
　本発明の実施形態に基づくリソグラフィ装置の放射線収集システムが、粒子移動方向と
異なる方向に放射するＥＵＶ放射線を収集するように十分な調整がなされると、従来技術
におけるリソグラフィ装置における放射線収集システムに入る粒子数と比較し、放射線収
集システムに入る粒子は、たとえあったとしても、それほど多くはない。従い、放射線収
集システムの汚染および／あるいは粒子が高速である場合の損傷が減じられる。また、既
知の照明システムと比較して、放射線収集システムに関し、「下流」にある照明システム
の他の部分がこうした高速粒子の存在かつ／あるいは衝突に悩まされる可能性は、たとえ
あるにしても、それほど多くはない。
【００１２】
　本発明の実施形態に基づくリソグラフィ装置において、放射線生成システムは反対に帯
電可能な２つの電極を配備する。電極間において生成可能な電界は放射線生成システムの
軸方向にほぼ従う。これにより、ＥＵＶ生成中に作り出される電荷粒子がほとんど従う粒
子移動方向の経路が明確になる。このような実施形態において、一般に高電力フローの間
に磁気流体力が作り出され、粒子は明確な経路に沿った粒子移動方向により確実に従う。
【００１３】
　従い、粒子移動方向と異なる方向もまた明確化し、放射線収集システムが収集する粒子
が最小限になる。電荷粒子は中性粒子を引き連れるか、もしくは、それらの運動エネルギ
ーが十分に高い場合、中性粒子をイオン化する。これらのイオン化された粒子は、２つの
反対に帯電した電極により生成される電界にも従う。原子あるいは分子の大きさのイオン
化粒子あるいは中性粒子の方向性は、巨視的レベルの摩擦とたがわず、ナノサイズ粒子お
よびミクロンサイズ粒子をさらに引き連れることが可能な流れから形成される。よりいっ
そう明確になったこの粒子移動方向により、粒子移動方向とは異なる放射線収集方向もま
たかなり明確になり、従来技術における公知のシステムほど多数の粒子を集めることなく
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、放射線収集に容易に利用できる。
【００１４】
　本発明に基づくリソグラフィ装置の実施形態において、収集方向は放射線生成システム
の放射方向である。すべてではないとしても、少なくとも電荷粒子のほとんどが放射方向
ではなく軸方向に移動するので、放射線収集システムにおける粒子収集を格段に減じる。
【００１５】
　実施形態において、２つの電極のうち少なくとも一方の電極がほぼリング形状をなすこ
とにより、各リング形状電極の軸方向は、放射線生成システムの軸方向とほぼ一致する。
これにより、例えばポンプにより、電荷粒子を捕捉することの可能なリング形状電極を通
って軸沿いに電荷粒子を移動させ、電極間のスペースへの再入を防ぐ。
【００１６】
　本発明に基づくリソグラフィ装置の実施形態において、放射線収集システムは放射線生
成システムの軸方向にほぼ平行な光軸を有する。これは最適な放射線収集を可能にする。
この場合、放射線収集システムはその内壁にミラー表面を有するほぼリング形状をなす。
このミラー表面は、放射線が軸方向に反射されるよう傾けられる。
【００１７】
　放射線収集システムは、放射線の投影ビーム供給を補助する光学システムも配設可能で
ある。
【００１８】
　本発明の実施形態のさらなる態様に従って、放射線の投影ビームを供給する照明システ
ムが提供される。照明システムは、極紫外（ＥＵＶ）線を生成する放射線生成システムと
、極紫外（ＥＵＶ）線を収集する放射線収集システムとにより構成される。放射線生成シ
ステムは、ほぼ粒子移動方向に移動する粒子を副生成物として生成する。放射線収集シス
テムは、ほぼ収集方向に放射する極紫外（ＥＵＶ）線を収集するよう十分な調整がなされ
ている。収集方向は粒子移動方向と大きく異なる。
【００１９】
　本発明の実施形態のさらなる態様に従い、放射線の投影ビームを供給する方法が提供さ
れる。該方法は極紫外（ＥＵＶ）線を生成し、ほぼ収集方向に放射する極紫外（ＥＵＶ）
線をほとんど収集する。極紫外線生成の副生成物として、ほぼ粒子移動方向に移動する粒
子が作り出される。収集方向は粒子移動方向と大きく異なる。
【００２０】
　リソグラフィ装置の使用法に関して、本文ではＩＣの製造において詳細なる参照説明を
行うものであるが、本文に記載を行うリソグラフィ装置は、集積光学装置、磁気ドメイン
メモリ用ガイダンスおよび検出パターン、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、薄膜磁気ヘッド
等の製造といった、他の用途においても使用可能であることは理解されるべきである。こ
うした代替的な用途において、本文に使用する「ウェハ」、「ダイ」なる用語は、それぞ
れ「基板」、「目標部分」といった、より一般的な用語と同義とみなされることは当該技
術分野の専門家にとって明らかである。本文に記載の基板は、露光の前あるいは後に、例
えばトラック（一般に基板にレジストの層を塗布し、露光されたレジストを現像するツー
ル）あるいは測定もしくは検査ツールにて処理される。適用可能である場合、本開示はこ
うした基板処理ツールもしくは他の基板処理ツールに適用されうる。さらに、例えば多層
ＩＣを作り出すために基板は２回以上処理される。ゆえに、本文に使用される基板なる用
語はすでに複数の処理層を含んだ基板にも当てはまる。
【００２１】
　本文において使用する「放射線」および「ビーム」なる用語は極紫外（ＥＵＶ）線（例
えば５ｎｍ－２０ｎｍの範囲の波長を有する）を含む。
【００２２】
　本文において使用する「パターニングデバイス」あるいは「パターニング構造」なる用
語は、基板の目標部分にパターンを作り出すべく、投影ビームの断面にパターンを与える
ために使用可能なデバイスもしくは構造に相当するものとして広義に解釈されるべきであ
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る。投影ビームに与えられたパターンは、基板の目標部分における所望のパターンとは必
ずしも完全には一致しないことを注記する。一般に、投影ビームに与えられるパターンは
、集積回路といったような、目標部分に作り出されるデバイスの特別な機能層に相当する
。
【００２３】
　パターニング構造は透過型か反射型である。パターニングデバイスの例には、マスク、
プログラム可能ミラーアレイ、およびプログラム可能ＬＣＤパネルが含まれる。マスクは
リソグラフィにおいて周知のものであり、これには、様々なハイブリッドマスクタイプの
みならず、バイナリマスク、レベンソンマスク、減衰位相シフトマスクといったようなマ
スクタイプも含まれる。プログラム可能ミラーアレイの例では、入射の放射線ビームを異
なる方向に反射させるよう、小さなミラーのマトリクス配列を用い、その各々に傾斜を個
々にもうけている。このようにして反射ビームがパターン化される。パターニングデバイ
スの各例において支持構造はフレームもしくはテーブルであり、これらは例えば必要に応
じて固定式、もしくは可動式であって、パターニング手段を例えば投影システムに対して
所望の位置に配置するようにする。本文において使用される「レチクル」、「マスク」な
る用語は、より一般的な用語である「パターニングデバイス」と同義とみなされる。
【００２４】
　本文に使用する「投影システム」なる用語は、使用される露光放射線に適した、もしく
は浸液の使用または真空の使用といったような他のファクタに適した、屈折光学システム
、反射光学システム、反射屈折光学システムを含む様々なタイプの投影システムを網羅す
るものとして広義に解釈されるべきである。本文において「レンズ」なる用語がどのよう
に使用されていても、より一般的な用語である「投影システム」と同義とみなされる。
【００２５】
　照明システムは、放射線の投影ビームを誘導、成形、あるいは調整を行う、屈折光学部
品、反射光学部品、および反射屈折光学部品を含む様々なタイプの光学部品を網羅する。
そしてこのような光学部品もまた以下において集約的、あるいは単一的に「レンズ」と称
する。
【００２６】
　リソグラフィ装置は、２つ（デュアルステージ）の基板テーブル、あるいはこれ以上の
基板テーブル（および／または２つ以上のマスクテーブル）を有するタイプのものである
。このような「多段」マシンにおいて追加のテーブルが並行して使用され得る。もしくは
、１つ以上のテーブルが露光に使用されている間、予備工程が他の１つ以上のテーブルで
実行され得る。
【００２７】
　リソグラフィ投影装置は、投影装置の最終構成要素と基板間のスペースを充填するよう
、例えば水といった比較的高い屈折率を有する液体に基板を液浸するタイプのものもある
。浸液は、例えばマスクと投影システムの第一構成要素間といった、リソグラフィ装置の
他のスペースにも適用されうる。投影システムの開口数を増す目的に液浸技術は従来技術
においてよく知られている。
【００２８】
　本発明の実施例についての詳細説明を、添付の図面を参照に、例示の方法においてのみ
行うものとする。ここで、一致する参照符合はその対応一致する部分を示すものとする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図１は、本発明の特定の実施形態に基づくリソグラフィ投影装置を示したものである。
本装置は、放射線の投影ビームＰＢ（例えばＥＵＶ放射線）を供給する、照明装置ＩＬか
ら成る照明システム（ＩＬＳ）と、パターニングデバイス（例えばマスク）ＭＡを支持し
、かつ、品目ＰＬに対してパターニング構造を正確に位置合わせする第一位置決めデバイ
スＰＭに連結を行った第一支持構造（例えばマスクテーブル）ＭＴと、基板（例えばレジ
スト塗布ウェハ）Ｗを保持し、かつ、品目ＰＬに対して基板を正確に位置合わせする第二
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位置決めデバイスＰＷに連結を行った基板テーブル（例えばウェハテーブル）ＷＴと、パ
ターニング手段ＭＡにより投影ビームＰＢに与えられたパターンを基板Ｗの（例えば１つ
以上のダイから成る）目標部分Ｃに結像する投影システム（例えば反射投影レンズ）ＰＬ
とから成る。本文において使用する「基板テーブル」なる用語を基板支持とみなすことや
、基板支持と称することもまた可能である。基板支持あるいは基板テーブルなる用語は、
基板を支持、保持、または搬送する構造に広く相当するものであることは理解されるべき
である。
【００３０】
　ここで示しているように、この装置は反射タイプ（例えば反射マスクあるいは上記に相
当するタイプのプログラム可能ミラーアレイを使用する）である。あるいは、該装置は透
過タイプの（例えば透過マスクを使用する）ものも可能である。
【００３１】
　照明装置ＩＬは放射線ソースＳＯから放射線のビームを受け取る。ソースがプラズマ放
電ソースであるような場合、ソースとリソグラフィ装置は別々のエンティティである。こ
のような場合、ソースは投影装置の部分を形成するとは見なされず、放射線ビームは一般
に、例えば適した集光ミラーおよび／またはスペクトル純度フィルタから成る放射線コレ
クタにより、ソースＳＯから照明装置ＩＬに渡される。他のケースでは、ソースが水銀ラ
ンプであるような場合、ソースは装置の統合部分になりうる。ソースＳＯおよび照明装置
ＩＬは放射線システムと称される。
【００３２】
　照明装置ＩＬは、ビームの角強度分布を調整する調整装置を備える。一般的に、照明装
置の瞳面における強度分布の少なくとも外部かつ／あるいは内部放射範囲（一般的にそれ
ぞれ、σ－ｏｕｔｅｒおよびσ－ｉｎｎｅｒに相当する）が調整可能である。照明装置は
、その断面に亘り所望する均一性と強度分布を有する、投影ビームＰＢに相当する放射線
の調整ビームを供給する。
【００３３】
　投影ビームＰＢはマスクテーブルＭＴに保持されるマスクＭＡに入射する。投影ビーム
ＰＢはマスクＭＡに反射し、基板Ｗの目標部分Ｃ上にビームの焦点を合わせるレンズＰＬ
を通過する。第二位置決めデバイスＰＷおよび位置センサＩＦ２（例えば干渉計）により
、基板テーブルＷＴは、例えばビームＰＢの経路における異なる目標部分Ｃに位置を合わ
せるために正確に運動可能である。同様に、第一位置決めデバイスＰＭおよび位置センサ
ＩＦ１は、マスクライブラリからマスクＭＡを機械的に検索した後、あるいは走査運動の
間などに、放射線ビームＢの経路に対してマスクＭＡを正確に位置決めするために使用さ
れ得る。一般的に、オブジェクトテーブルＭＴおよびＷＴの運動は、位置決めデバイスＰ
ＭおよびＰＷの部分を形成するロングストロークモジュール（粗動位置決め）およびショ
ートストロークモジュール（微動位置決め）にて行われる。しかし、ステッパの場合（ス
キャナとは対照的に）、マスクテーブルＭＴはショートストロークアクチュエータのみに
連結されるか、あるいは固定される。マスクＭＡおよび基板Ｗは、マスクアライメントマ
ークＭ１、Ｍ２、および基板アライメントマークＰ１、Ｐ２を使用して位置合わせされる
。
【００３４】
　本記載の装置は次の望ましいモードにおいて使用可能である。
１．　ステップモードにおいて、マスクテーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴは基本的に
静止状態に維持されており、投影ビームに与えられた全体パターンが１回の作動（すなわ
ちシングル静的露光）で目標部分Ｃに投影される。次に基板テーブルＷＴがｘ方向および
／あるいはｙ方向にシフトされ、異なる目標部分Ｃが露光可能となる。ステップモードに
おいては、露光フィールドの最大サイズにより、シングル静的露光にて結像される目標部
分Ｃのサイズが制限される。
２．　スキャンモードにおいて、投影ビームに与えられたパターンが目標部分Ｃに投影さ
れている間、マスクテーブルＭＴおよび基板テーブルＷＴは同時走査される（すなわちシ
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ングル動的露光）。マスクテーブルＭＴに対する基板テーブルＷＴの速度および方向は、
投影システムＰＬの拡大（縮小）および像反転特性により決定される。スキャンモードに
おいては、露光フィールドの最大サイズにより、シングル動的露光における目標部分の幅
（非走査方向における）が制限される。一方、走査動作長が目標部分の高さ（走査方向に
おける）を決定する。
３．　他のモードにおいて、マスクテーブルＭＴは、プログラム可能パターニング手段を
保持し、基本的に静止状態が維持される。そして、基板テーブルＷＴは、投影ビームに与
えられたパターンが目標部分Ｃに投影されている間、移動あるいは走査される。このモー
ドにおいては、一般にパルス放射線ソースが用いられ、プログラム可能パターニングデバ
イスは、基板テーブルＷＴの各運動後、もしくは走査中の連続的放射線パルスの間に必要
に応じて更新される。この稼動モードは、上述のようなタイプのプログラム可能ミラーア
レイといった、プログラム可能パターニング手段を使用するマスクレスリソグラフィに容
易に適用可能である。
【００３５】
　上に述べた使用モードを組み合わせたもの、かつ／または変更を加えたもの、あるいは
それとは全く異なる使用モードもまた使用可能である。
【００３６】
　図２は、本発明の実施形態に基づくリソグラフィ装置の照明システムＩＬＳの少なくと
も部分を示したものである。照明システムＩＬＳは少なくとも、極紫外（ＥＵＶ）線を生
成する放射線生成システムＲＰＳによって構成される。図中、放射線を大きな矢印Ｒにて
示している。放射線生成システムＲＰＳ、とりわけ放射線ソースＳＯは、図において点線
および矢印ＰＭＤにて示した粒子移動方向ＰＭＤに移動する粒子を副生成物として生成す
る。本例において放射線生成システムＲＰＳはそれ自体が公知のプラズマ放電ソースであ
る。
【００３７】
　放射線生成システムは反対に帯電可能な２つの電極Ｅ１、Ｅ２を配備する。電極Ｅ１、
Ｅ２の一方、もしくは両方はリング形状をなしている。電極間において生成可能な電界は
、放射線生成システムの軸方向にほぼ従う。荷電粒子が電界の向きの線に従うとき、粒子
移動方向ＰＭＤは放射線生成システムの軸方向と一致する。さらに磁気流体力をも生じ、
それにより電荷粒子は確実に粒子移動方向ＰＭＤに沿って移動する。電荷粒子はその動作
において中性粒子を軸方向に引き連れ、これらのイオン、中性原子、および分子は、ナノ
サイズ粒子および／またはミクロンサイズ粒子をさらに引き連れ得る流れを形成する。
【００３８】
　照明システムは、極紫外（ＥＵＶ）線を収集する放射線収集システムＲＣＳをも配備す
る。放射線収集システムＲＣＳは、ほぼ放射線収集方向に放射する極紫外ＥＵＶ線を収集
するよう十分な調整がなされる。放射線収集方向は粒子移動方向ＰＭＤと大きく異なる。
よって放射線収集システムに粒子が入り込む可能性が減じられる。本発明に従うリソグラ
フィ装置の実施形態において、収集方向は放射線生成システムの放射方向である。
【００３９】
　図３は、図２のＶ方向から見た図である。図３は３つの異なるゾーンを示している。ゾ
ーンＩにおいて、放射線および粒子の両方はＶ方向をのぞき込むビューアの方向に移動す
る。ゾーンIIはリング形状の電極Ｅ２を示している。ゾーンIIIは、軸方向、すなわち粒
子移動方向ＰＭＤに移動する粒子数と比較して、放射線生成システムＲＰＳの放射方向に
移動する粒子がかなり少ないゾーンである。従い、収集方向が放射線生成システムＲＰＳ
の放射方向であるように放射線収集システムＲＣＳを調整することが、従来技術の放射線
収集システムＲＣＳに入る粒子数に比較して放射線収集システムＲＣＳに入る粒子数を減
じることになる。
【００４０】
　図４に示すように、放射線収集システムＲＣＳは放射方向にほぼ平行な光軸を有するこ
とが可能である。従来技術において公知であるように、放射線収集システムＲＣＳは適切
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な集光ミラーＣＭおよび／もしくはスペクトル純度フィルタＳＰＦを配備し、図１に示し
た照明装置ＩＬに渡される放射線ビームを生成する。
【００４１】
　本発明に従うリソグラフィ装置の別の実施形態において、放射線収集システムＲＣＳは
、放射線生成システムＲＰＳの軸方向にほぼ平行な光軸を有する。この実施形態において
、放射線収集システムＲＣＳは、放射線収集システムＲＣＳによって集められた放射線を
放射線生成システムＲＰＳの軸方向に導くように配置されるミラーＭＲ１、ＭＲ２を配備
する。当然ながら、図５に示す方向のように、反対方向に放射線を導くことも可能である
。ミラーＭＲ１、ＭＲ２は各々が１つのリング形状ミラーの部分である。放射線収集シス
テムはさらに、放射線の投影ビーム供給を補助する光学システム（図示せず）を配備する
。光学システムは照明システムの部分であるか、もしくは、図１に示すような照明装置Ｉ
Ｌとみなされる。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態を詳細に説明したが、本発明の態様は上述の説明以外の方法で
も具体化できることは当業者にとって明らかである。本詳細説明は本発明を制限する意図
ではない。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施形態に基づくリソグラフィ装置を図示したものである。
【図２】本発明の実施形態に基づく放射線生成システムおよび放射線収集システムを図示
したものである。
【図３】図２における方向Ｖから見た図である。
【図４】本発明の実施形態に基づく照明システムを図示したものである。
【図５】本発明の実施形態に基づく放射線生成システムおよび放射線収集システムを示し
たものである。
【図１】

【図２】

【図３】
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